FUNDAMENTOS TECNOLOGICOS DE LOS COMPUTADORES 6-11-2003
Examen Final:

1. En el circuito de la figura, calcule la tension de salida V. ?18\/
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2. Se desea que el punto de operacion para el MOSFET sea: [ I,g= 2 mA , V= 3V ]. Escoja los valores
necesarios de R1, R2 y R3. 8V

En saturacion: I5e= K - (Vgg-Vq)?
con V;=2V y K=0,5 mA/N? .

3. Semiconductores de gap directo y de gap indirecto.

4. Disefie una puerta légica basada en transistores MOSFET, que realice la siguiente funcién lgica:

[(A+B) C]+D = [(AB)+C]D

5. Calcule las tensiones de salida Vs y Vo, en funcion de las entradas V,, V, y V,.
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Puntuacién aproximada: 2,8 - 2,0-0,6 - 2,2 -2,4



